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Streszczenie. W pracy przedstawiono metode pomiaru temperaturo-

wego wspoédczynnika opdznienia, okreslajgcego termiczne whasciwosci

uktadoéw akustoelektroniki. Zamieszczono,nie publikowane pomiary te-

go wspoétczynnika dla tlenku bizmutowo-germanowego i tlenku bizmuto-
wo-krzemowego.

1. Metoda pomiarowa

N + - t

0o analizy i projektowania uktadoéw wykorzystujgcych efekt propagacji
powierzchniowej fali Rayleigha konieczna jest znajomo$¢ podstawowych para-
metrow osrodka piezoelektrycznego [I]. Wsp6#czesne uktady elektroniczne
toymagaje duzej stabilnos$ci temperaturowej parametréow. Problem ten jest
rowniez niezwykle wazny w akustoelektronice, gdzie zmiany temperatury pro-
wadze do zmian czestotliwosci Srodkowej, czasu opéznienia, fazy przebiegu
i zmiany tdhumienia. i
,» Wptyw temperatury na te parametry okresla sie iloSciowo poprzez tempe-
raturowy wspoédczynnik opé6znienia sygnatu

nj 1 1 dv 1 dv
n mf W L 3t "7 *dT
i
A =/ o~y
1 «
gdzie: .=
Y - op6znienie sygnatu,

v - predkos¢ fali powierzchniowej,
T - temperatura.

W tak zdefiniowanym wyrazeniu uwzglednione se zardéwno zmiany wymiaroéw
liniowych. Jak i zmiany predkosci propagacji spowodowane temperature [2,
3].

0o wyznaczania wspétczynnika ~ zastosowano metode fazowo-interferen-
cyjne. Polega ona na poréwnaniu fazy sygnatu elektrycznego pochodzecego
od fali powierzchniowej z bezposrednim sygnatem od generatora fali ciegtej
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GFC, Sygnaty te wchodze bezposSrednio do 1 i Il kanat oscyloskopu 0S.Zmie-
niajec czestotliwos¢ doprowadza sie do kolejnych zgodnosci faz

V(™) = L(TH () - f1(M]

gdzie:
V(T) - predkosc¢ fali powierzchniowej,
L(T) - odlegto$¢ miedzy przetwornikami,

4f = f2CT)- f~T) - réznica czestotliwosci dla dwéch kolejnych zgodno-
sci faz.

Rys. 1. Uktad do pomiaru temperaturowego wspédczynnika opéznienia metode
fazowo-interferencyjne

Temperaturowa zmiana czestotliwosci sygnatu /f:

v -k 28 - dv 1 dL =
"M

*f 9T ~v * @I L *dT n

Sumaryczny wptyw temperatury, okreslany przez istotny w praktycz-
nych zastosowaniach akustoelektroniki, mozna wiec wyznaczy¢ z pomiaréw
czestotliwosciowych. Metoda pomiaru jest doktadna. Mozliwo$¢ przeprowa-
dzenia pomiaréw w danej temperaturze w szerokim zakresie czestotliwosci
umozliwia zastosowanie metod statystycznych do opracowania wynikéw,co do-

datkowo podnosi doktadnos¢ (>0,1%).
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2. Wyniki pomiaru temperaturowego wspo#czynnika opdznienia
dla BI12SiQ20 oraz Bil12Ge02Q

Oo grupy materiatdéw mniej zbadanych, o dobrych wkasciwosciach piezoelek-
trycznych, naleze tlenki: bizmutowo-krzemowy i bizrautowo-germanowy.Dla ma-
teriatdw tych opisane wyzej metode wyznaczono doted nie publikowane wspot-
czynniki y*» w roznych kierunkach krystalograficznych. Pomiary przeprowa-
dzono w zakresie temperatur: 240-420 K.

Rysunek 2 przedstawia zalezno$¢ A f(T) przyktadowo dla Bil2Si02Q o cie-
ciu [110] i kierunku propagacji [00I].

W tabeli 1,przedstawiono zmierzone wartosci wspé6iczynnika y~ dla wy-
branych kierunkéw krystalograficznych w BGO i BSO.

Tabela 1
Zmierzone wartos$ci temperaturowego wspédczynnika opédznienia
dla B50 i B60
Krysztat Ciecie Prop. 7 [PP1]

Bi12Si020 [110 [o01] -141
[100] [011] «125

k [100] [001] -120
B112Ge°20 - * [110] [001] , =140
[110] [111] -138

[100] [011] -120

[100] [001] -116

Ze wzgledu na raale anizotropie krysztatow BSO i 880 temperaturowy
wspoétczynnik opéznienia we wszystkich kierunkageh krystalograficznych jest
tego samego rzedu.

Ola pordéwnania w tabeli 2 podano dla kilku materiatoéw wartosci za-
czerpniete z literatury [4, 5].

Tabela 2
Wartosci dla kwarcu i niobianu litu
Krysztat Ciecie Prop. ALppH
Kwarc / Y X -24
X Y -35
Y + 42,75° X 0
y
LiNbO Y z 85
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Wydaje sie, ze pomimo dobrych wkasciwosci piezoelektrycznych duza war-
tos¢ temperaturowego wspédczynnika opéznienia utrudni praktyczne zastoso-
wanie tych krysztatéw w akustoelektronice.
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TEMHEPATyYPHiIlfl KOS'MHUIEHT 3AIlIA3.i(tiBAHHH
JUIfI IJOHOKPHCTAJ1JIOB Bi12Ge020 H Bil12Si020

Pe3jme

B padoie npeflciaBjieao Meiofl H3MepeHHa TeMnepaiypHoro KOsijxJaiiHeHTa 3ana3-
fIHBaHHH, KOTopni4 onpe,aejuieT TepMaaecKae CBOftcTBa aKycTosjieKipoHaaecKHX cac-
ieM. llpHBefleHH pe3yjibTaiH B3MepeHa8 sioro K03$$HiiHeHTa fljia Bi1l2Ge02Q a

A TEMPERATURE DELAY COEFFICIENT FOR Bi~GeO” AND Bi~SiO~”
MONOCRYSTALS

Summary

The paper presents the method of measurement of the temperature delay
coefficient which determines thermal properties of acousto-electronical

elements. Previously unpublished values of this coefficient for Bii2Ge”20
and s112Se020 m°nocrystals are given.
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